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1. 諸言諸言諸言諸言 

我々はこれまでに InPを基板とした InAs PHEMTについて厳密な状態密

度有効質量及び伝導帯の非放物線性を考慮した 2DEG及び 2DHGのエネル

ギー状態の一般的な理論解析手法の提案を行ってきた[1]。前回の発表した

InAs PHEMTでは、チャネル厚が大きく電子と正孔が空間的に分離する構

造となっていた。本研究では、高特性が報告されている高濃度の 2DHGを

チャネル内に閉じ込められることが期待される構造において 2DHG の理

論解析を行い、チャネルに蓄積した正孔に伴うゲート電圧シフトを求

めることを目的とする。 

 

2. 試料構造試料構造試料構造試料構造 
今回計算に用いた InAs HEMTの試料構造を図 1に示す。エピタキ

シャル層はアンドープの In0.52Al0.48As バッファー層及び

In0.53Ga0.47As/InAs/In0.53Ga0.47As複合チャネル層(10 nm)、5x1012 cm-2の

Si δ-ドーピング層を含む In0.52Al0.48Sbバリア層(4 nm)より成っている。

InAs層の厚さは臨界膜厚内の 5nmに設定した。 

 

3. 結果及び考察結果及び考察結果及び考察結果及び考察     
InAs HEMTにおける、面密度 ps=1.22×1012 cm-2の正孔がチャネル

に閉じ込められた際の電子と重い正孔のポテンシャル分布及びキャ

リア密度分布を図 2 に示す。電子・正孔密度分布共に、InGaAs 層へ

の漏れが少なく、InAs井戸内に効果的に閉じ込められていることが分

かる。図２は Vgs=0 Vの時の電子・正孔状態である。Vgsをプラスに

印加した場合でもマイナスに印加した場合でも分布が偏ることはな

く、正孔分布はゲート電圧に依存しないことが分かった。次にゲート

電圧変化量の ps濃度に対する依存性を図３に示す。ここでゲート電

圧変化量とは、正孔の生成に伴い電子も発生することで変動したゲ

ート電圧の値である。実線が非放物線近似、破線が放物線近似の結

果である。オージェ再結合確率の算出、測定による蓄積キャリア濃

度の測定等は今後の課題である。 
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図 1  InAs HEMT の試料構造 

図2  2DEG及び2DHGの解析結果 
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図 3 ゲート電圧変化量の ps濃度依存性 
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